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我々は、次世代の X線天文衛星「FORCE」搭載予定である X線照射用 SOIピクセル検出器「XRPIX」を開
発している。XRPIX は、SOI(Silicon On Insulator)技術を用いた検出部・読み出し回路一体型の検出器である。
各ピクセルにヒットタイミングを出力させるイベントトリガー機能を備えることで、∼ 10 µs の時間分解能を実
現する。これは、X線CCDの時間分解能∼数 s を大きく上回り、非X線バックグラウンドを除去する反同時計
数法を用いることができる。このことにより、XRPIX は 0.5–40 keV の広帯域撮像分光を実現する。
XRPIX の表面には 10 µm程度の回路層が存在するため、不感層の薄い裏面照射型素子の開発が必須である。

我々の不感層厚の要求性能は 1 µmであり、最終目標は 0.1 µmとしている。我々は、これまでに、XRPIX2b と
呼ばれる素子に 2種類の方法で裏面処理を行った。不感層厚を計測すると 1.1–1.5 µm, 0.9–1.0 µmであった。要
求性能を満たしているものもあるが、確実に要求性能を満たし，最終目標に向かってさらなる性能向上を目指し
たい。そこで、今回、同じ XRPIX2b に対して CVDという異なる方法の裏面処理を施した。様々なエネルギー
の X線をこの素子に照射し、各エネルギーでの量子効率を求めることで、不感層厚を実測した結果を評価する。
また、暗電流の測定も行い、CVD処理を行った裏面からの暗電流起源ノイズについて評価する。


